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QISA BIOQRAFIK MOLUMAT

10.VI1.1978 — Baki gaherinds ziyall ailesinde anadan olub va 1995 — ci
ilde Baki sehari, Nesmi rayonu 19 ndmrali orta maktabi bitiribdir. BDU-
nun Fizika fakultesinin Fiziki elektronika ixtisasI Uzre bakalavryat ve bark

cisim elektronikasi ixtisas| Uzre magistratura saviyyaslerini “farglonma” T

diplomu ile bitiribdir. Elmi fealiyyatini davam etdirerak, BDU-nun Fizika fakiltasinin Bark cisimler fizikasi
ixtisasl Uzroe ayani doktoranturasini bitirib, “Sathi potensial geparli metal — silisium kegidlerinin energetik
strukturunun xUsusiyyastleri” mdvzusunda dissertasiya midafie edarok, fizika Uzre falsafe doktoru elmi
daracaesi alibdir. Ailslidir, iki oglu vardir

TOHSILI, ELMi DOR9C®Si VO ELMi ADLARI

2016 — fizika Uzre falsefa doktoru, “Bark cisimler fizikasi”, Fizika fakiltesi, BDU
2004 - 2007 — doktorant, “Berk cisimlar fizikasi”, Fizika fakultesi, BDU

2000 - 2002 — magistr, “Berk cisimlar elektronikasi” ixtisasl, Fizika fakultesi, BDU
1996 - 2000 — bakalavr, “Fiziki elektronika” ixtisasl, Fizika fakultesi, BDU

OMOK FOALIYYaTI
2007 — indiya kimi muallim, Fizika fakiltesi, Baki Dévlst Universiteti
TODQIQAT SAHOSI

Sathi potensial ¢oparli kontakt hadisaleri
Olava elektrik sahali real metal-yarimkegirici makro-, mikro- ve nanokontaktlar fizikasi.

Muhim elmi naticalari:

e Real metal — yarimkegirici kontaktlarda (MYK) kontakt sathinin ham qeyri-bircinsliyi, ham da onu
ahata edon metal va yarimkegiricinin sarbast sathlari ile mahdudlanmasi hesabina alava elektrik
sahasinin yaranmasi;

e Dizlendirici real MYK-larin handasi 6lcl effekti va onlarin faktiki islok energetik modelleri ve
cerayanaxma mexanizmlari;

e Olave elektrik sahali MYK asasinda Genas elementlari.

BEYNOLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VO KONFRANSLARDA iSTIRAKI

2005, 2006,2007,2008 YnbsaHoBck, MexayHapogHow KoHdepeHums «OnTo-, HAHO3NEKTPOHMKA,
HaHOTEXHOMOMMU Y MUKPOCXEMbI»

2006,2008,2010,2012, MockBa,XIX Mexaynapoanas Hay4anas-Texuuueckas KondepeHius mo poTodIeKTPOHHUKE
¥ iprOopaM HOYHOTO BHUICHUS

2006, Taraupor, IX Mesxaynapoanas Hayuno-Texunueckas Kondepenmus "Taraupor, "AKTyanbHble TpoOIeMbl
TBEPAOTENBHON 3JIEKTPOHUKH U MUKPO3JIEKTPOHUKH

2008, Turkey, Secand International Confrens Physics Techn. Energy

2015, Baki,X Beynalxalq elmi konfrans konfransinin materiallar

2016, 2017 Baku, BMU, Inernational Scientific conference of young researchers

2017,Baki, “Fizikaya muasir baxis” Beynalxalq konfransi
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